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【はじめに】透明酸化物 TFT は、スパッタリング法を用いて簡単に製膜できること、および室温

製膜されても、高い移動度を有することから、その応用範囲は多岐に及んでいる。我々は、これ

まで非晶質 In-Ga-Zn-O、および非晶質 In-Sn-Zn-O（IGZO）の NBIS 信頼性についてそのメカ

ニズムの検討を行ってきた。今回は、アニールを行う際に、基板上下面を反対にした状態で

のアニール、およびガラス基板を乗せた状態でのアニールを通常のアニール(大気中 350℃、1

時間)と比較をした結果について報告する。  

【実験】 スパッタは、パルス DC 法を用いて、堆積を行った。基板は、n 型基板を用い、ゲート

絶縁膜の影響を減らすために、50nm の熱酸化膜を形成したものを用いた。IGZO は、150W，0.5Pa

の下で、酸素、アルゴン比 100：1 で製膜した。保護膜は、SiO2 を 20nm 作製した。アニールは、

すべて大気中で行い、裏返した状態、ガラス基板で覆った状態にして、350℃から 500℃まで行っ

た。 

【結果および考察】 

通常のアニール方法で処理したトランジスタよりも移動度、サブスレッショルドスィング（SS）

は、大きく改善されることがわかった(図 1)。また、NBITS 信頼性においても高い信頼性が得られ

ることがわかっ

た(図 2)。 

 一連の検討か

ら、酸化膜中の

揮発性成分の移

動が信頼性には

重要であること

を確認した。反

射 CPM の結果

も踏まえて検討

結果を報告する。 

 
図 1 裏返し、ガラスカバ―

を付けた時の伝達特性 

図 2 裏返し、ガラスカバ―を

付けた時の NBITS, Vt シフト 
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